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4-й и 6-й курсы
Всеволод Захаров
(ФФ – 6-й курс)

Спектро-кинетические исследования фотолюминесценции SiGe структур с Ge(Si) наноостровками, встроенными в двумерные фотонные кристаллы
Руководитель: к.ф.-м.н. А.Н. Яблонский
В докладе будут представлены результаты исследования люминесцентных свойств SiGe структур с самоформирующимися Ge(Si) наноостровками, встроенными в двумерные фотонные кристаллы (ФК). Проводимые исследования направлены на выявление основных факторов, приводящих к значительному возрастанию интенсивности ФЛ островков в ФК по сравнению с исходными планарными структурами. В качестве таких факторов рассматриваются: улучшение вывода излучения из структуры за счет нарушения полного внутреннего отражения; улучшение направленности вывода излучения на длинах волн, соответствующих модам ФК; возрастание вероятности излучательной рекомбинации в островках вследствие их взаимодействия с модами ФК (эффект Парселла). Для исследования процессов рекомбинации носителей заряда в Ge(Si) островках, встроенных в ФК, и выявления возможного вклада эффекта Парселла рассматривается зависимость спектро-кинетических характеристик ФЛ Ge(Si) островков от различных параметров ФК.

Кирилл Дуров
(ФФ – 6-й курс)

Исследование отражательных характеристик многослойных рентгеновских зеркал Mo/B4C
Руководитель: к.ф.-м.н. В.Н. Полковников
В работе изучены отражательные характеристики многослойных рентгеновских зеркал Mo/B4C. Представлены результаты исследований двух типов структур: зеркала Mo/B4C с периодами ≈ 3.74-3.84 нм для системы монохроматизации источника «СКИФ», короткопериодные (< 3.5 нм) зеркала Mo/B4C, перспективные для синхротронных применений. Исследуются коэффициент отражения, спектральная селективность, внутренние напряжения и величины переходных областей, а также влияние термического отжига на указанные параметры.
Валерия Гусева
(РФФ – 6-й курс)

Расчет параметров плазмы на газоструйной мишени при возбуждении лазерным излучением
Руководитель: к.ф.-м.н. А.Н. Нечай
Была разработана качественная теоретическая модель формирования лазерной искры при возбуждении газоструйной мишени импульсным лазером. Оценочный расчет построен в соответствии с теорией Райзера и Зельдовича. В работе представлены результаты теоретической оценки температуры и длины плазменного облака в зависимости от энергии возбуждения лазера, плотности мишени и рода газа-мишени. Проведено качественное сравнение с экспериментальными результатами. Расчетные параметры Nd:YAG лазера: длительность импульса 5.2нс, энергия импульса лазера 0,2- 1 Дж.
Даниил Поезжалов

(ВШОПФ– 4-й курс)

Формирование упорядоченных массивов Ge наноостровков на структурированных Si подложках
Руководитель: к.ф.-м.н. Д.В. Юрасов

Успешному применению Ge островков в качестве излучающих структур препятствует, помимо непрямого характера оптического перехода, их большой разброс по размерам, составу и хаотичное расположение в плоскости роста. Решить эту проблему предлагается, используя подложки с подготовленными упорядоченными массивами ямок для формирования островков в них.
Такой рост включает в себя механизмы более сложные, чем когерентный рост Странского-Крастанова на плоской подложке, а формирование островков может происходить не обязательно внутри ямок. Для того, чтобы достичь большей однородности островков необходимо учитывать влияние большого количества параметров роста, которое, в основном, исследуется в эксперименте. Высокие температуры, необходимые для зарождения островков в ямках, оказываются невыгодными для излучения островков, однако при росте многослойных структур возможно использование более низких температур роста, что более благоприятно для повышения интенсивности их ФЛ.

В работе были выращены несколько многослойных структур с упорядоченными  островками методом МПЭ, свойства которых исследовались с помощью АСМ.

Андрей Баранов

(РФФ – 4-й курс)

Влияние немагнитной примеси на состояния Ю-Шибы-Русинова в сверхпроводнике
Руководитель:к.ф.-м.н. А.А. Беспалов

Наличие состояний Ю-Шибы-Русинова в сверхпроводнике, локализованных вблизи магнитных примесей, используется для диагностики поверхности материала с помощью туннельного микроскопа. Магнитные атомы разного сорта дают пики туннельного кондактанса на разных напряжениях, что позволяет находить и идентифицировать находящиеся на поверхности атомы. Немагнитные примеси, находящиеся в сверхпроводнике, влияют на волновые функции и энергии состояний Ю-Шибы-Русинова, поэтому для идентификации атомов на поверхности требуется знать, как именно немагнитные примеси влияют на энергии этих состояний. Для выяснения основных закономерностей этой зависимости в работе рассмотрена модельная одномерная задача с двумя точечными примесями – магнитной и немагнитной. Обнаружены осцилляции энергии состояний Ю-Шибы-Русинова в зависимости от расстояния между примесями. Как и в случае отсутствия немагнитной примеси, имеется по одному состоянию Ю-Шибы-Русинова на проекцию спина квазичастиц.
Дорофей Кривулин

(ФФ – 4-й курс)

Влияние радиационного облучения на ферромагнитные пленки с обменным сдвигом
Руководитель: д.ф.-м.н. М.В. Сапожников

В работе исследовано влияние воздействия гамма-квантов и нейтронов на магнитные свойства двухслойных пленок Ta/феромагнетик/IrMn/Ta, обладающих обменным сдвигом петли гистерезиса. Образцы были изготовлены методом магнетронного напыления, их структура исследована методами малоугловой рентгеновской рефлектометрии и рентгеновской дифрактометрии. Измерение петель магнитного гистерезиса облученных и необлученных образцов проводилось методами магнитооптической керровской магнитометрии. В результате обнаружен эффект уширения петли магнитного гистерезиса после радиационного воздействия. Максимальное уширение петли гистерезиса наблюдалось в пленке NiFe/IrMn при облучении нейтронами, в этом случае ширина петли возросла более чем в 2.5 раза. Заметного изменения поля обменного сдвига петель гистерезиса не наблюдалось во всем диапазоне радиационного воздействия.
Владислав Черняев

(РФФ – 4-й курс)

О применении ТГц нестационарной газовой спектроскопии для исследования бактериальных биопленок
Руководитель: к.ф.-м.н. М.Б. Черняева

Бактериальные биопленки - слои бактерий, которые могут формироваться на поверхности различных объектов, в том числе биологического происхождения. Образовавшаяся биопленка защищает бактерии от воздействия со стороны окружающей среды, в том числе от антибиотиков и других медицинских препаратов, что делает их особенно опасными. Выявление метаболического состава колонии бактерий, составляющих биопленку, может позволить выявлять зарождение биопленки на более ранних стадиях формирования, а также способствовать созданию методов борьбы с ними. Спектроскопия ТГц диапазона на нестационарных эффектах является одним из подходов, позволяющих обнаружить соединения в низких концентрациях. В докладе представлены результаты применения метода ТГц газовой спектроскопии для обнаружения изменений компонентного состава продуктов терморазложения бактериальной биопленки, образованной золотистым стафилококком.
Кирилл Седов

(РФФ – 4-й курс)

Исследование характеристик терагерцовых квантовых каскадных лазеров
Руководитель: к.ф.-м.н. М.Б. Черняева

В настоящее время во многих приложениях (беспроводная связь, системы безопасности, медицина и др.) возникает потребность в источниках излучения терагерцового (ТГц) частотного диапазона, удовлетворяющих таким требованиям, как высокая стабильность генерируемого излучения, возможность установки частоты с высокой точностью и перестройки частоты в определенном диапазоне. Среди современных источников ТГц излучения в диапазоне 2÷5 ТГц перспективными являются квантовые каскадные лазеры (ККЛ).  С использованием нескольких измерительных схем были изучены мощностные и частотные характеристики образцов ТГц ККЛ в непрерывном и импульсном режиме. Результаты измерений показали, что генерируемая ККЛ мощность достаточна для создания источника излучения ТГц частотного диапазона на его основе, который будет использован  для создания спектрометра ТГц частотного диапазона.
25 мая, четверг, 10:30





5-й курс
Галина Антышева

(РФФ – 5-й курс)

Изучение микроструктуры многослойных зеркал при термическом отжиге
Руководитель: к.ф.-м.н. Кумар Ниранджан

В данной работе была изучена микроструктура многослойных зеркал на основе бериллия (Be) при различных температурах отжига. Для исследования микроструктуры слоев Mo, Cr, Al и W применялся метод рентгеновской дифракции (XRD, дифрактометр Bruker D8 Discover) с использованием линии CuK[image: image2.png]


 λ=0.154 нм в режиме θ−2θ, который показал существование кристаллитов Mo в поликристаллической фазе с главной ориентацией (011), Cr(011), Al(111) и W(111). Размеры кристаллитов с ростом температуры отжига уменьшились у Cr и W и увеличились у Mo и Al. Для изучения микроструктуры Be был выбран метод комбинационного рассеяния, поскольку этот материал прозрачен для рентгеновских лучей и метод рентгеновской дифракции для изучения микроструктуры слоев Be неэффективен. Было обнаружено, что с увеличением температуры термического отжига пик Be в образцах Cr/Be, Mo/Be и W/Be сместился на более низкие частоты (красное смещение), что соответствует растягивающему напряжению и аморфизации. Наименьшее разрушение кристаллической структуры замечено для системы W/Be. Пик Be в образце Al/Be сместился в сторону более высоких частот (синее смещение), что соответствует сжимающему напряжению и кристаллизации.
Ксения Мажукина
(ФФ – 5-й курс)

Оптимизация гетероструктур с квантовыми ямами на основе HgCdTe для получения длинноволнового стимулированного излучения
Руководитель: к.ф.-м.н. В.В. Румянцев
В последнее годы квантовые ямы (КЯ) HgCdTe, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на альтернативных подложках GaAs, рассматриваются как перспективный материал для создания длинноволновых источников когерентного излучения (диапазон длин волн λ > 20 мкм) [1, 2].
Как показано ранее, основным фактором, определяющим максимальную температуру, при которой возможна генерация на межзонных переходах, является пороговая энергия оже-рекомбинации (Eth). Увеличение Eth достигается путем уменьшения ширины и концентрации кадмия в КЯ, что до недавнего времени было недоступно в используемой технологии МЛЭ из-за специфических «кольцевых» источников кадмия. В данной работе благодаря модернизации источника удалось достичь концентрации Cd в КЯ менее 2.5%. Соответствующее увеличение Eth привело к росту максимальной температуры наблюдения стимулированного излучения (СИ) на межзонных переходах с 72 K до 110 K.
С целью уменьшения пороговой интенсивности накачки были апробированы дизайны диэлектрических волноводов, оптимизированные для снижения радиационных потерь. Как было показано ранее [2], увеличение толщины буферного слоя CdTe эффективно препятствует «вытеканию» моды в подложку, но ведет к значительному увеличению времени роста структур, поэтому в данной работе были исследованы структуры, выращенные на n++-GaAs подложке. Несмотря на несколько большие потери в диапазоне 25 – 14 мкм по сравнению со структурами с увеличенной толщиной буфера CdTe (15 мкм), они позволили снизить пороговую интенсивность возникновения СИ более чем на порядок до значений ~ 100 Вт/см2.

[1] Morozov, S.V.; Rumyantsev V. V., et al. ACS Photonics, 8, 3526-3535 (2021).
[2] Rumyantsev, V.V.; Dubinov, A.A.; et. al. Applied Physics Letters, 121, 182103 (2022).
Арина Янцер
(ФФ – 5-й курс)

Стимулированное излучение на длине волны 3,55 мкм при температуре 273К в оптимизированной гетероструктуре на основе HgCdTe
Руководитель: к.ф.-м.н. М.А. Фадеев
Основным препятствием для разработки межзонных полупроводниковых лазеров среднего ИК-диапазона является оже-рекомбинация, которая приводит к резкому росту порога лазерной генерации с температурой, но в гетероструктурах на основе HgTe/CdHgTe процессы, которые являются аналогом объёмной оже-рекомбинация, подавлены. Ранее нами было показано, что увеличение квантовых ям (КЯ) в активной области структуры до 20 позволяет уменьшить избыточную концентрация носителей, необходимую для преодоления потерь в волноводе.

В данной работе мы сосредоточились на подавлении беспороговых оже-процессов в гетероструктурах на основе HgCdTe в диапазоне 3–5 мкм при высоких температурах. Для этого была выращена серия структур с разным содержанием Cd в барьерах КЯ. В результате проведенных исследований был сделан вывод, что увеличение состава ([Cd] >80% в барьерных слоях) приводит к увеличению разрыва зон на гетерогранице и поэтому беспороговые процессы должны возникать при более высокой температуре. Нами была спроектирована оптимизированная гетероструктура с 20 КЯ, содержание Cd в барьерных слоях составило 87%. Как итог получено стимулированное излучение при температуре 273К, которая выше на 33К чему у структуры с 10 КЯ и Cd=87%.
Алина Себина

(ФФ– 5-й курс)

Гашение стимулированного излучения в гетероструктурах с квантовыми ямами HgCdTe/ CdHgTe в области 5-10 мкм
Руководитель: А.А. Разова

В последние годы гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) на основе HgCdTe рассматриваются как материал для межзонных лазеров среднего инфракрасного (ИК) диапазона. В данных структурах есть механизм, ограничивающий излучательную рекомбинацию – это оже-процесс, который характеризуется пороговой энергией. Благодаря гиперболическому закону дисперсии в окрестности k=0 можно увеличить значение пороговой энергии и частично подавить оже-процесс. 

Ранее в структурах с длиной волны более 10 мкм было показано, что оже-процесс, включающийся из-за решеточного разогрева, является главной причиной гашения стимулированного излучения (СИ). Однако в структурах на 5-10 мкм было обнаружено, что есть ещё один механизм, который "подпитывает" оже-рекомбинацию. В работе проводится анализ спектров фотолюминесценции (ФЛ) и СИ в гетероструктурах с КЯ Hg(Cd)Te/CdHgTe в диапазоне 5-10 мкм с использованием оптической накачки различной плотности мощности. В результате оценки коротковолнового края спектров ФЛ было выявлено, что при повышении плотности мощности накачки происходит разогрев носителей, который увеличивает темп оже-рекомбинации. Именно это становится причиной гашения СИ в исследуемых структурах.
Денис Таран
(ФФ – 5-й курс)

Пластически релаксированные слои SiGe как виртуальная подложка для Si кубита
Руководитель: к.ф.-м.н. Д.В. Юрасов
Начиная с 80 годов XX века вырос интерес к созданию квантового компьютера, предпринимались попытки создания кубитов с различным принципом работы — фотонные, сверхпроводниковые и твердотельные (полупроводниковые). С развитием полупроводниковой технологии, в частности, очистки и роста структур, появились первые успехи в создании кубитов на основе сначала полупроводников A3B5, а затем и 4 группы — Si и Ge.
Для создания кубитов на основе полупроводников Si и Ge, в слое изотопно-чистого вещества (квантовой яме) должно быть минимальное количество примесей и изотопов с ненулевым ядерным спином, что достигается высокой степенью очистки источника изотопно-чистого вещества.
Не менее важным также является выбор подложки, так как слой КЯ должен быть напряженным, а шероховатость и количество дефектов на её поверхности оказывает большое влияние на рассеяние носителей, их подвижность и время жизни.
В качестве такой подложки для электронного кубита на основе Si были выбраны релаксированные слои твердого раствора Ge(x)Si(1-x) с постепенным доведением x до 0,3 (30% Ge). Исследование напряжений и дефектов в таких слоях проводилось методами ПЭМ и КРС.

Денис Постнов
(РФФ – 5-й курс)

Релаксация ортосостояний гелиеподобных центров магния в кремнии
Руководитель: к.ф.-м.н. Р.Х. Жукавин
Двойные доноры в кремнии представляют интерес, в частности, по причине наличия двух типов состояний, отличающихся суммарным спином электронов (орто- и парасостояния) . Вероятность перехода между состояниями зависит от величины спин орбитального взаимодействия, различного для разных доноров. Эксперимент предполагает исследование влияния температуры на зондирующий сигнал, модулированный прозрачностью образца при ионизации доноров, приводящей к населенности ортосостояний. В качестве зондирующего можно использовать излучение меньшей частоты, которое не поглощается электронами в основном состоянии донора.
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Антон Бодягин
(ФФ – 5-й курс)

Стационарные предвихревые и вихревые состояния в токонесущем гибридном сверхпроводящем мостике, граничащем с нормальными берегами
Руководитель: д.ф.-м.н. Д.Ю. Водолазов
В работе теоретически исследованы пространственно-неоднородные стационарные предвихревые и вихревые состояния, которые существуют в гибридном мостике, состоящем из сверхпроводника (S) и нормального металла (N) с большим отношением удельных сопротивлений [image: image4.png]e !



, и граничащем с нормальными берегами. Такие состояния возникают в области существования электрического поля внутри SN мостика, при токах, близких к току распаривания SN мостика, когда наведенная в N области сверхпроводимость сильно подавляется. Показано, что изменение структуры предвихревых и вихревых состояний в SN мостике при изменении тока сопровождается изменением дифференциального сопротивления мостика, что облегчает обнаружение таких состояний в эксперименте. Найдены условия при которых пространственная модуляция наиболее выражена.
Алексей Зайцев
(ФФ – 5-й курс)

Исследование характеристик релаксированного слоя n+-InGaAs и омического контакта к нему
Руководитель: к.ф.-м.н. С.А. Королёв
Исследована зависимость электрофизических характеристик сильнолегированного релаксированного слоя InGaAs и омического контакта к нему от уровня легирования полупроводника. Для формирования омического контакта использовалась комбинация металлов Au/Ni/Au/Ge. Установлено, что в диапазоне концентраций донорной примеси от 2×1018 см‑3 до 1.5×1019 см‑3 концентрация свободных носителей заряда остается практически неизменной и равной ~ 2×1018 см‑3. Это приводит к тому, что контактное сопротивление с увеличением степени легирования также остается неизменным и равным ~ (1–2)×10‑6 Ом×см2. В дальнейшем планируется исследовать другие способы снижения контактного сопротивления.
Артём Назаров
(ФФ – 5-й курс)

Рентгенодифракционное исследование образцов керамики, подвергнутых облучению высокоэнергетичными ионами
Руководитель: к.ф.-м.н. П.А. Юнин
Керамика со структурой иттрий-алюминиевого граната (YAG) является перспективным материалом для консолидации радиоактивных отходов. В работе исследована серия керамических образцов состава Y2.5Nd0.5Al5O12, изготовленных методом электроимпульсного плазменного спекания и подвергнутых облучению высокоэнергетическими тяжелыми ионами. Исследование поверхности образцов, подвергнутой радиационному воздействию, проведено методом рентгеновской дифрактометрии на приборе Bruker D8 Discover.

Качественный фазовый анализ показал, что исходные образцы содержат кристаллические фазы YAG. На дифрактограммах облучённых образцов помимо YAlO3 наблюдаются дифракционные максимумы двух изоструктурных YAG кристаллических фаз, одна из которых имеет параметр элементарной ячейки близкий к фазе исходного YAG. Вторая фаза, названная нами деформированный YAG, имеет на 1-5% больший параметр элементарной ячейки. Эксперименты в геометрии скользящего падения (от 1° до 30°) первичного пучка позволили установить преимущественную локализацию деформированной фазы в приповерхностном слое толщиной несколько микрон. Также показано увеличение деформации и степени аморфизации в приповерхностном слое с ростом флюенса ионов.

Илья Федотов
(ФФ– 5-й курс)

Вихревые туннельные магниторезистивные контакты CoFeB/MgO/CoFeB
Руководитель: к.ф.-м.н. Е.В. Скороходов
Туннельный магнитный контакт представляет собой структуру, состоящую из двух ферромагнитных слоев, разделенных тонким туннельно-прозрачным слоем диэлектрика. Главное свойство такой композиции это - зависимость её электросопротивления от взаимной ориентации магнитных моментов ферромагнитных слоев при протекании тока перпендикулярно слоям. Благодаря высокому значению магнитосопротивления при комнатной температуре для туннельных переходов с барьером MgO (сотни процентов) [1], такие структуры нашли своё применение в датчиках магнитного поля и системах магнитной памяти [2]. Также перспективным направлением является применение туннельных магнитных переходов при создании наноосциляторов гигагерцового диапазона частот, основанных на возникновении автоколебаний намагниченности одного из ферромагнитных слоёв при протекании спин-поляризованного тока. 

Важно, что для различных приложений требуется получать ферромагнитные слои с разным распределением намагниченности в нем. В ферромагнитных частицах, в зависимости от их формы и размеров могут реализовываться различные равновесные распределения намагниченности. В частности, в круглых дисках при определенных соотношениях радиуса и толщины энергетически выгодным оказывается, так называемой вихревое распределение намагниченности [3].
В работе представлены результаты экспериментального исследования туннельных магниторезистивных (ТМР) элементов на основе слоев CoFeB/MgO/CoFeB с различным распределением намагниченности свободного слоя. Обсуждаются особенности технологии формирования таких объектов с субмикронными латеральными размерами. Особое внимание уделено образцам, в свободном ферромагнитном слое которых, по косвенным признакам, реализуется вихревое распределение намагниченности. 
1. Ikeda, S. & Hayakawa, Jun & Ashizawa, Yoshito & Lee, Y.M. & Miura, Katsuya & Hasegawa, H. & Tsunoda, M. & Matsukura, F. & Ohno, Hideo. (2008). Tunnel Magnetoresistance of 604% at 300 K by Suppression of Ta Diffusion in CoFeB/MgO/CoFeB Pseudo-Spin-Valves Annealed at High Temperature. Applied Physics Letters. 93. 082508-082508. 10.1063/1.2976435.
2. Nowak, Janusz & Robertazzi, Ray & Sun, Jonathan & Hu, Guohan & Park, Jeong-Heon & Lee, Jung & Annunziata, Anthony & Lauer, Gen & Kothandaraman, Chandrasekharan & Sullivan, Eugene & Trouilloud, Philip & Kim, Younghyun & Worledge, Daniel. (2016). Voltage and Size Dependence on Write-Error-Rates in STT MRAM down to 11 nm Junction Size. IEEE Magnetics Letters. 7. 1-1. 10.1109/LMAG.2016.2539256.
3. Map of metastable states for thin circular magnetic nanocylinders. Konstantin L. Metlov and YoungPak Lee. Applied Physics Letters 92, 112506 (2008); doi: 10.1063/1.2898888
Анна Илюхина
(ФФ– 5-й курс)

Управление магнитными состояниями в обменно-связанных ферромагнитных дисках
Руководитель: к.ф.-м.н. Е.В. Скороходов
Ферромагнитные наноструктуры являются базовыми элементами для создания новых систем обработки и хранения информации. В связи с тем, что геометрические размеры таких систем сравнимы с размерами нанометрового диапазона, для создания ферромагнитных наноструктур применяются методы нанолитографии [1].

В данной работе речь пойдет о технологии создания массива обменно-связанных ферромагнитных дисков методом электронно-лучевой литографии и управлении магнитными состояниями в ферромагнитных дисках при помощи формы дисков. 
Основной низкочастотной модой колебаний намагниченности вихря является гиротропная мода, при этом кор вихря движется по окружности вокруг положения равновесия. Данная мода представляет интерес с точки зрения ее использования в спин-трансферных вихревых наноосцилляторах [2]. В основе работы данных приборов лежит явление возникновения автоколебаний намагниченности диска под действием спин-поляризованного электрического тока [2]. В настоящее время основные исследования в данной области направлены как на увеличение генерируемой мощности отдельного СТНО, так и решение проблемы синхронизации большого числа СТНО с целью увеличения суммарной генерируемой мощности [2]. Массивы обменно-связанных дисков являются перспективной системой, в которой может быть достигнута синхронизация за счет сильного обменного взаимодействия. В системах обменно-связанных дисков может реализовываться несколько устойчивых распределений намагниченности.  В частности, между магнитными вихрями могут образоваться либо антивихри, либо доменные стенки. Наиболее перспективным с точки зрения синхронизации автоколебаний являются состояния с доменной стенкой между вихрями. 
1. В. Л. Миронов, Д. А. Татарский, А. А. Фраерман // ФТТ, 2022. Т.64. Вып. 9. С. 1328-1332
2. Д. А. Татарский, В. Л. Миронов, А. А. Фраерман // ЖЭТФ, 2023. Т.163. Вып. 3. С. 366-374

Олег Вязанкин
(РФФ – 5-й курс)

Теоретическое моделирование и экспериментальное исследование планарных волноводных структур
Руководитель: к.ф.-м.н. П.В. Волков

В настоящее время получили широкое распространение в фотонных интегральных устройствах. В рамках работы было проведено теоретическое моделирование параметров интегральных волноводных структур, найдены оптимальные параметры таких элементов, как дифракционные решетки ввода/вывода, согласующие тейперы. Проведена оценка влияния технологического разброса на параметры элементов. Моделирование проводилось в среде моделирований Ansys Lumerical. Были проведены экспериментальные измерения параметров тестовых кремниевых волноводных структур, проведено сравнение теоретических и экспериментальных результатов.
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